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1. はじめに 

 MgB2は金属系超伝導体の中で最高の臨界温度

(Tc = 39 K)を有し、液体水素や冷凍機を利用した

20 K近傍での実用化が期待されている。我々は

電子ビーム(EB)蒸着法で Si 基板上に作製した

MgB2薄膜を 650℃で 1時間アニールすることで

高い臨界電流密度(Jc = 1.62 MA/cm2 @ 20 K, 5 T)

が得られることを報告した[1]。また、MgB2薄膜

線材化を目指して SUS304 基板上に MgB2薄膜

を作製し、アニールした試料では MgB2/Si 試料

とは異なり Jcが 0.1 MA/cm2 程度の低いレベル

にとどまることを報告した[2]。この原因は

SUS304の構成元素がMgB2層中に拡散している

ことであり、その中でも Crと Niの拡散が大き

いと分かった。そこで本研究では、Fe基板上に

MgB2 薄膜を作製し、650℃でアニールし、Tcお

よび Jcを測定した。 

 

2. 実験方法 

MgB2薄膜の作製には EB法を用いた。超高真

空中(1~5×10-7 Pa)でMgおよび B原料にそれぞ

れ電子ビームを照射し、加熱した Fe基板上に膜

厚 175 nmのMgB2 薄膜を作製した。MgB2/Fe試

料の上に保護層として Nb 層をスパッタリング

によって成膜した。20 mm×20 mm の大きさの

Nb/MgB2/Fe試料を 10 mm×4 mm程度の大きさ

に切断し、その試料片についてそれぞれ 650℃で

1、3、5時間のアニールを行った。 

 

3. 結果と考察 

Fig. 1にアニール前、1、3、5時間アニールし

た試料の抵抗率の温度変化を示す。アニール前、

1時間アニールした試料の Tcはそれぞれ 33.5 K、

34.4 Kであり、1時間アニールすることで Tcは

0.9 K 向上した。しかし 3、5時間アニールした

試料では Tcが大きく低下していた。 

Fig. 2にアニール前、1、3時間アニールした試

料の Jcの磁場依存性を示す。1 時間アニールす

ることで高磁場中の Jcが向上していたが、低磁

場中での Jcが低下していた。3 時間アニールす

ると、1時間アニールした試料より全磁場領域中

で Jcが低下しており、特に 3.5 T以上での Jcは

ゼロであった。また、5時間アニールした試料で

は全ての磁場中において Jcはゼロであった。 

これらの結果から、アニール時に Fe基板から

MgB2層中に Fe が拡散し MgB2の超伝導特性が

低下したことが分かった。 

 
Fig. 1 The ρ-T curves for the MgB2 films grown on 

Fe tapes and post-annealed at 650℃.  

 

Fig. 2 The Jc- curves at 20 K for the MgB2 films 

grown on Fe tapes and post-annealed at 650℃. 
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